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緒言： 

現代社会の微細加工にはリソグラフィ技術が利用されており、リソグラフィ性能向上のために

はレジスト材料の発展が不可欠である。レジストの性能を評価する指標としては感度・解像度・

LER がよく用いられる。現在、様々なタイプのレジスト材料が研究されているが、上記の指標す

べてを向上することは困難であり、今後レジストが高い性能を達成するためには新しいタイプの

材料を開発する必要がある。そこで本研究では、感度向上を目的として金属原子を均一に含有す

ることが可能な金属錯体をベースとしたレジスト材料を創製することとした。 

実験： 

Cu(II)塩と配位子を組み合わせて混合することで数種類の Cu錯体を合成した。各合成によって

得られた溶液もしくは分散液を用いて Siウェハにスピンコートし、電子線照射、現像のプロセス

を経て、各サンプルのレジスト適性を評価した。 

結果・考察： 

得られた溶液もしくは分散液は高

分子溶液に比べて粘度が低く、厚み

を持った均一膜の作製が困難であっ

た。また、製膜の際に基板上で結晶化

してしまうサンプルもあり、塗布性

の向上は今後の課題である。数種類

のサンプルを用いて、（不均一ではあ

るが）製膜したサンプルにて、電子線

を照射しレジスト特性を確認したところ電子線照射部が不溶になるネガ型の挙動を示した。電子

線照射量は現行製品の 10倍近く必要であるが、新しい材料設計によるレジスト材料の開発につな

がると期待される。本発表では、錯体の構造の違いによるレジスト性能の違いや電子線照射によ

る反応について着目して発表する予定である。 
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Fig. Concept of the resist material in this study. 
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